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「中エネルギ一同軸型直衝突イオン散乱分光法 (ME-CAICISS) J と名付けた新しい方法を開発した。本論文では、
この ME-CAICISS の設計と製作について述べた。また、それを用いて行った材料の表面下の構造解析の結果を議論
し fこo









ME-CAICISS を応用した研究の一例として、単原子層の Sb を Si 中に固相エピタキシによって δ ドープした Si 試
料に関して Sb 原子の深さ分布と格子中での存在位置を解析した。試料は、 Si (001)表面に単原子層の Sb を蒸着し
た後、その上に非品質 Si のキャップ層を載せ、全体を焼鈍して固相エピタキシによる結晶化を行わしめたものであ
る。解析の結果、 Sb 原子の深さ分布は最初に Sb を δ ドープした位置から外側に顕著にシフトした位置にピークを
もってその内外に尾を引くこと、そして興味深いことに、そのピークより内側のかなりの Sb 原子は Si 格子の格子







るが、それは逆格子空間法であり、かつ深さ分解能がな L、。ラザフォード後方散乱分光法 (RBS) は深さ分解能を
もつが、ナノメートル程度の深さ分解能には達していな L 、。これらの方法の欠点を克服するために、本研究では「中
エネルギ一同軸型直衝突イオン散乱分光法 (ME-CAICISS) J と名付けた新しい方法を開発している。
分子線エピタキシで作成した三周期 Si/SiGe 試料の分析及び固相エピタキシ (SPE) で作成した Si/Sb/Si (001) 
構造におけるアンチモン (Sb) 原子の深度分布と格子位置の解析結果は、 ME-CAICISS によって材料の表面下の構
造解析を実空間的にかっ十分な(ナノメートル以下の)深さ分解能で行うことが可能であることを示している。
以上のように、本論文は ME-CAICISS が材料の表面下の構造解析を行うことのできる世界に類例のない新手法で
あることを示している o よって本論文は博士論文として価値あるものと認める o
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